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論 文 内 容 の 要 旨 
 本研究では、電子線照射されたシリコン（Si）表面上における金属微粒子の形成について調べられた。清浄化され
た Si 表面の直径約 100 nm の微小領域が、超高真空透過型電子顕微鏡（UHV-TEM）内で電子線によって照射された。











作成への応用として、照射領域に選択成長させた Au 微粒子を触媒とした、シリコンナノワイヤの vapor-liquid-solid
（VLS）成長を試みた。成長はモノシランを用いた化学気相成長法（CVD）によって行った。実験の結果、シリコン
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 具体的には、UHV-TEM 内で清浄化された Si 表面の直径約 100 nm の微小領域に電子線を照射した後、室温にて
金原子を表面に蒸着し、熱処理を加えると、照射領域内に直径約 10 nm の微粒子が選択的に成長した。選択成長した
微粒子は、電子線回折法（TED）や高角円環状検出器暗視野走査型透過電子顕微鏡法（HAADF-STEM）、エネルギ
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